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1. Kennistserdir i CVD

(20) CVD hvarfaofn hefur pverskurdarflatarmal 50 cm?. Inn fer gasblanda sem
samanstendur af 2 % SiCly og 98 % Hs af raimmali. Flaedid er 1.5 litrar/min. vid
stofuhita. Hitastigi 4 hvarfasveedinu (e. reacting zone) er 1250 °C og seigja gasblon-

dunnar er 3 x 107* g/cm s. Reikna skal:
(a) Hrada gassins
(b) Reynoldstoluna pegar gert er rad fyrir 3” skifu
(c) Péttleika SiCly 1 inn komandi gasflaedi (1 sameindum /cm?)
(d) Reektunarhrada hudar, ef gert er rad fyrir ad reektunin sé takmorkud af mas-
saflutningi og gefid er ad Dy &~ 8 cm?/s
2. Deal-Grove likanid

(20) I Deal — Grove likaninu var gert r4d fyrir hvarfinu

AB(gas) <= A(storka) + B(gas)

(a) Leida skal ut jofnu fyrir reektunarhrada hadar sem fall af hradafostum fyrir hvarf

i framstefnu k¢ og bakstefnu £, og massaflutningsstudlunum hag og hg

(b) Vid hvada skilyroi gildir Deal — Grove likanid 7



3. SiO; huo

(10) Racktunarhradinn er 18 nm/min pegar recktud er SiO2 had ur silan vio 418 °C.
Hvert parf recktunarhitastigio ad vera til ad fa reektunarhradann 36 nm/min 7 Gefid

er ad F, = 0.6 eV fyrir silan-strefnisblondu.

(Prof mai 2006)

4. Lithography (10)

Fyrir tiltekio lithography ferli sem byggt er a vorpun, er minnsta upplausn [, = 1
pum og depth of focus (DOF) er 1 pm. Ef ad 1josopid yfir varpara linsunni er minnkad,
lj6sopid er helmingad, skal reikna ny gildi & I, og DOF.

For a particular lithography process based on projection printing, the minimum
resolution (I,,) is 1 mum and the depth of focus (DOF) is 1 pm. By placing a
smaller aperture over the projection lens, the numerical aperture (NA) is reduced

by a factor of 2, calculate the new values of [, and DOF.

(Prof desember 2016)

5. Valvisi i setingu — Selectvity in etching (10)

Finna skal hvada valvisi skal krafist paegar aett er 460 nm laga af fjolkristélludum
kisli an pess ad aeta meira en 3 nm nidur i undirliggjandi gattaroxid. Gera skal rad

fyrir ad einsleitni setingar & fjolkristolludum kisli sé¢ 12 %.

Find the etch selectivity required to etch a 460 nm polysilicon layer without removing
more than 3 nm of its underlying gate oxide, assuming that the polysilicon is etched

with a process having a 12 % etch rate uniformity.

(Prof desember 2016)

6. Rafrek

(10) N skodum vid timann sem bad tekur rafrek (e. electromigration) ad valda

bilun MTF.

(a) Hvert er hlutfall MTF eins alleidara sem vinna vid sama straumbéttleika vid
stofuhita annars vegar og 100 °C hins vegar ? Nota skal F, = 0.5 €V fyrir bilun

vegna rafreks.



(b) Til a0 uppfylla kréfur um areidanleika eru settar honnunarreglur til ad tryggja
a0 straumpéttleiki sé nedan vio tiltekid gildi. Hver er hamarksstraumur sem hleypa
ma & alleidara sem er 1 pym pykkur og 1 pum breidur ef straumpéttleikinn méa ekki

fara yfir 5 x 10> A/cm? ?

(Prof mai 2006)

. Malmar

(10) A myndinni sést myndun albrodda i kisilundirlag. Hvers vegna gerist betta ?

Nefnid tveer lausnir til pess ad koma { veg fyrir petta vandamal.

Aluminum
|_] Oide Oxide
N+
1 ]
Silicon

(Prof mai 2003)



